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Des missions

La Centrale de technologie pour la conception, la fabrication et la
caractérisation de micro et nanosystémes, offre une concentration particulaire
maitrisée, une régulation de la température, de I'humidité et de la lumiére
pour les domaines et les opérations sensibles aux contaminations et aux
rayonnements.

> Infrastructure
1500 m? de salle blanche, classes 10 000 et 100
Plus de 20 M€ d'équipements mutualisés (financement : CPER”, RTB**, ressources
propres, partenaires industriels)

> De la recherche amont jusqu’au démonstrateur
La Centrale de technologie déploie les moyens nécessaires a :
> L'intégration de nouveaux matériaux, au développement de technologies
spécifiques
> La réalisation de démonstrateurs sur la base de filieres flexibles

> Du partenariat universitaire au partenariat industriel : Une centrale ouverte
Annuellement
> Plus de 30 projets en collaborations universitaires
> Plus de 20 projets en collaborations industrielles, de la TPE au grand groupe
> Plus de 40 projets exogenes dans le cadre de I'accueil RTB

> Une équipe technique
Au sein du service “TEAM”, 28 Ingénieurs, Assistants Ingénieurs, et Techniciens
> Expertise sur les équipements et les procédés
> Soutien aux projets de recherche

* Contrat de Projets Etat Région, “*Recherche Technologique de Base

Technologies alternatives

Ces techniques bas co(t, déja existantes
dans d’autres domaines que ceux de la
microélectronique, de I'optoélectronique,
des micros et des nano systémes, vont
étre développées pour ces applications.
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